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2次 元 PoiSeUille 流 につ いて は､.あ らゆ るパ ラ メ ー タ､ 初 期 条 件 に

対 して 減 衰 解 しか 得 られ な い き うで あ る. これ は 近 似 が 十 分 で は な い

の で 2次 元 PoiSeuille流 の k.Re 空 間 で の 不 安 定 額 域 が実 現 で きて

い な い か ら と思 わ れ る.

6.X線CTR散乱の観測によるSi,GaAs半導体ウェノ､-

表面の評価

河 村 佳津男

平Jiiな 表面 を持 った結 晶 か らの X線 散乱 に お いて ､逆空間で

BragE:点か ら舶韓.tに我師iiと紘-))一向に伸び る棒状の故捜散乱が脱油 され

ている｡ これは､ X線 cryStaltruncationrod(CTlt)と呼ばれ､

その プロファイルが表面TE荷削 変の急峻.な変化 を敏感 に反映 してい

早. 今臥 Si(111)､ (001)､ GaAs(Tool)ウエハ ーについて､ 土の

CTlt散乱 を測}tEL､ 約品衆面の格子盃に関す る評価を行 った. その結

果､,S日111)､ (001)面は伸長型の横軸 を起 こ してお りこ その拍子績

和が起 こってい る層のJgさは 2原子面以下であることが分か った.

GaA3(001)面は逆 にJは約型の桜邪Iを示 し､ この場合の盃 もSiと同

程度の範Bf7に及ぶ ものであった. 特 に､ GaAs(001)面においては
111､ 111各 Braggか ら伸びた CTIl散乱 に位かな追 いが見 られた. こ

れは､未面におけ る荒れ を反映 した もの と考 えられ､ その ことにつ
いて更 に詳 しい考県 をrTつた｡
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